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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания данной дисциплины является изучение 

принципов работы элементов электронных схем, и основ работы электронных 

схем.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули), части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Для изучения курса 

требуется знание следующих дисциплин: «Цифровые и аналоговые устройства 

автоматизации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
Таблица 1 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ПК-7. Способностью 

разрабатывать 

функциональную, 

логическую и техническую 

организацию 

автоматизированных и 

автоматических 

производств, их элементов, 

технического, 

алгоритмического и 

программного обеспечения 

на базе современных 

методов, средств и 

технологий 

проектирования; 

ПК-7.1. Разрабатывает 

функциональную, 

логическую и техническую 

организацию 

автоматизированных и 

автоматических 

производств, их элементов, 

технического, 

алгоритмического и 

программного обеспечения 

на базе современных 

методов, средств и 

технологий 

проектирования; 

Знать: 

 принципы работы 

 элементов электронных схем;  

 принципы работы 

электронных схем автоматики 

систем управления; 

Уметь: 

 анализировать работу 

электронной схемы; 

 подобрать элемент 

электронной схемы при ремонте; 

Владеть: 

- методами ремонта 

электронных схем автоматики. 

 

 

      4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестры 

1 1 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 75/2,08 20/0,56 75/2,08 20/0,56 

В том числе:     

Лекции 15/0,42 8/0,22 15/0,42 8/0,22 



  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

          5.1. Разделы дисциплины и виды занятий      

1 семестр ОФО и ЗФО 

                                                                                                            Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лек-х 

занятий 

/ з.е. 

ОФО 

Часы 

лаб-х 
з.е. 

ОФО 

Часы 

прак-х 
з.е. 

ОФО 

Всего 

часов/ 

з.е. 

ОФО 

Часы 

лек-х 

заняти

й / з.е. 

ЗФО 

Часы 

лаб-х 
з.е. 

ЗФО 

Часы 

прак-х 
/ з.е. 

ЗФО 

Всего 

часов/ 

з.е. 

ЗФО 

1. 

 

Полупроводнико

вые диоды, 

параметры 

диодов, ВАХ 

диодов 

Влияние 

температуры на 

ВАХ диода 

2/0,05 6/0,17 6/0,17 14/0,39 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,17 

 

2. 

 

 

Типы диодов, 

выпрямительные, 

высокочастотные 

и импульсные 

Стабилитроны, 

ВАХ 

стабилитрона, 

варикап 

2/0,05 6/0,17 6/0,17 14/0,39  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

3. 

Ограничители 

напряжения, 

ВАХ 

Динистр, ВАХ 

динистора 

1/0,02   1/0,02     

Практические занятия (ПЗ) 30/0,83 6/0,17 30/0,83 6/0,17 

Лабораторные работы (ЛР) 30/0,83 6/0,17 30/0,83 6/0,17 

Самостоятельная работа 

(всего) 
105/2,91 160/4,44 105/2,91 160/4,44 

В том числе:     

Курсовой проект     

Подготовка к экзамену 36/1 50/1,39 36/1 50/1,39 

Подготовка к лабораторным 

работам 
33/0,92 30/0,83 33/0,92 30/0,83 

Подготовка к практическим 

работам 
36/1 80/2,22 36/1 80/2,22 

Реферат     

Вид промежуточной 

аттестации  
  экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                  

Час. 180 180 180 180 

Зач. ед. 5 5 5 5 



4. 

Тиристоры, ВАХ 

тиристора, СВЧ 

диод, светодиод, 

симистор 

Биполярные 

транзисторы, 

общее описание 

2/0,05   2/0,05 2/0,05   2/0,05 

5. 

Типы 

подключений 

транзисторов 

ОБ, ОЭ, ОК 

h – параметры 

транзисторов 

 

2/0,05 6/0,17 6/0,17 14/0,39     

6. 

Статические 

ВАХ 

транзистора с 

ОЭ 

Влияние 

температуры на 

работу 

транзистора 

 

2/0,05 6/0,17 6/0,17 14/0,39 2/0,05   2/0,05 

7. 

Схема 

термостабилизац

ии по току базы 

Схема 

термостабилизац

ии по 

напряжению 

база - эмиттер 

2/0,05   2/0,05 2/0,05   2/0,05 

8. 

Схемы цепей 

питания 

усилителей 

Схемы цепей 

смещения в 

каскадах 

биполярных 

транзисторов 

2/0,05 6/0,17 6/0,17 14/0,39  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

 Всего 15/0,42 30/0,83 30/0,83 75/2,1 8/0,22 6/0,17 6/0,17 20/0,56 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр  

1. 
Элементы электронных 

схем 

Полупроводниковые диоды, стабилитроны, светодиоды, 

варикап, СВЧ диод 

2. 
Силовые электронные 

приборы 
Динистор, тиристор, ограничитель напряжения 

3. Биполярные транзисторы Общее описание, типы включений 

4. 
Характеристики 

транзисторов 

h – параметры транзисторов. Статические ВАХ 

транзистора с ОЭ. Влияние температуры на работу 

транзистора 

5. 
Стабилизация работы 

транзистора 

Схема термостабилизации по току базы. 

Схема термостабилизации по напряжению база - эмиттер 

6. Работа усилителей 
Схемы цепей питания усилителей. Схемы цепей 

смещения в каскадах биполярных транзисторов 

 

   5.3. Практические занятия    

1 семестр  

                                                                                                                 Таблица 5 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание разделов 

1. Элементы электронных схем ВАХ диода, стабилитрона 

2. Силовые электронные приборы ВАХ тиристора, динистора 

3. Биполярные транзисторы ВАХ транзистора 

4. Работа усилителей Исследование работы транзистора 

5. Схемы питания 
Типы выпрямителей и 

стабилизаторы 

 

5.4. Лабораторные занятия 

1 семестр 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание разделов 

1. Элементы электронных схем Выпрямитель 

2. Силовые электронные приборы Стабилизатор 



3. Биполярные транзисторы Мультивибратор 

4. Работа усилителей Коэффициент усиления усилителя 

5. Схемы питания 
Изучение работы выпрямителей и 

стабилизаторов 

 

 

  6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде 

тем, к которым студенты самостоятельно подготавливают доклады и 

презентации.  

 Таблица 6 

№ Темы для докладов 

1 Типы выпрямителей 

2 Стабилизаторы питания 

3 Применение диодов в различных схемах 

4 Усилители в схемах автоматики 

5 Усилители постоянного тока 

6 Усилители для исполнительных механизмов 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Кузовкин В.А., Филатов В.В. Схемотехническое моделирование 

электрических устройств в Multisim. Старый Оскол: ТНТ, 2015.С. 336. 

2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника М.: Альянс, 2013.С. 496. 

3. Шестеркин А.Н. Система моделирования и исследования 

радиоэлектронных устройств Multisim 10 М.: ДМК, 2015. С360. 

 

Литература к самостоятельной работе: 

1. Шемелин В.К., Хазанова О.В. Управление системами и процессами. 

Старый Оскол: ТНТ, 2015. С.320. 

2. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника М.: Академия, 2015.С. 

400. 



7. Фонды оценочных средств 

 

 Вопросы к экзамену 1 семестр: 

 
1. Описание диода, ВАХ диода 

2. Варикап, светодиод, СВЧ диод 

3. Описание стабилитрона, ВАХ стабилитрона, стабисторы 

4. Ограничители напряжения, ВАХ симметричного и несимметричного 

5. Варисторы, описание диода 

6. Биполярный транзистор, ВАХ транзистора 

7. Схемы включения транзистора 

8. Три области работы ВАХ транзистора 

9. Динисторы, тиристоры, ВАХ 

10. Симисторы, ВАХ 

11. Влияние температуры на работу транзистора 

12. Схема термостабилизации по току базы 

13 Схема термостабилизации по напряжению база-эмиттер 

14. Схемы цепей питания усилителей 

15. Схемы цепей смещения в каскадах биполярных транзисторов 

 

 

Образец билета по экзамену: 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1_____ 

дисциплин____ПЭ_________________________________________________________________ 

ИЭ__________________ специальность _________АТППм______ семестр ___4_______ 

1. Описание диода, ВАХ диода  
2. Типы подключений транзисторов ОБ, ОЭ, ОК 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

«______» _______________ 20__ г.                                       Зав. кафедрой __________________ 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль: 

 

Для закрепления теоретического материала, студентам предлагается 

выполнить лабораторные занятия. Приводится пример выполнения 

лабораторной работы снятие статических характеристик транзисторов. 

Ход выполнения работы: 

2. Входные статические характеристики. 

Это зависимости Ib = ƒ(Ube), при Uce = const. 

Обычно снимают две характеристики при Uce = 0V и Uce = 5V. Ток базы 

Ib не должен превышать 300– 350 mkA. 

 
рис.7 

 

2.1 Собрать схему (рис.7). В качестве исследуемого транзистора VT1, на 

макетной плате установлен транзистор малой мощности N-P-N типа. Для 

задания тока базы используйте программируемый источник тока (на пределе 

250 mkA). Клемму [+Ec] (коллекторный вывод транзистора VT1) подключите 

к программируемому источнику напряжения [U1], расположенному на 

лицевой панели базового модуля. Для измерения напряжения база-эммитер 

(Ube) используйте цифровой мультиметр DT-83X на пределе 20V. Перед 

началом измерения произвести сброс процессора базового модуля кнопкой 

[RST]. 

2.2 Снять экспериментальные данные Ib=ƒ(Ube), Uce=const=0V 

согласно табл.1 

 

табл.1 

Ube,(V)            

Ib,(mka) 0 4 10 40 80 120 160 200 250 300 350 

 

 
 



2.3 Установите значение напряжения на коллекторе Ec = +5V, используя 

программируемый источник [U1]. 

2.4 Снять экспериментальные данные Ib=ƒ(Ube), Uce= const = 5V 

согласно табл.2 

 

табл.2 

Ube,(V)            

Ib,(mka) 0 4 10 40 80 120 160 200 250 300 350 

 

3. Выходные статические характеристики 

Это зависимости Ic = ƒ(Uce), при Ib = const. 

 
 

 
рис.8 

 

3.1 Собрать схему (рис.8). Для задания тока базы используйте 

программируемый источник тока (на пределе 250 mkA). Для подачи 

коллекторного питания транзистора (клемма [+Ec] ) подключите 

программируемый источник напряжения [U1]. В данном пункте, цифровым 

мультиметр DT-83X производится измерение тока коллектора Ic на пределе 20 

ma. 

3.2 Кнопками <▲> <▼> источника тока установите значение Ib = 180 

mka. Снять экспериментальные данные Ic=ƒ(Uce), Ib = const =180mka 

согласно табл.3 

 

табл.3 

Uce,(V) 0 0,18 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,63 0,75 0,88 

Ic,(ma)           

 

Uce,(V) 1,0 2,01 4,03 6,04 8,0 12 

Ic,(ma)       

 
 



 

3.3 Кнопками <▲> <▼> источника тока установите значение Ib = 220 

mka. Снять экспементальные данные Ic=ƒ(Uce), Ib = const = 220 mka согласно 

табл.4 

 

табл.4 

Uce,(V) 0 0,18 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,63 0,75 0,88 

Ic,(ma)           

 

Uce,(V) 1,0 2,01 4,03 6,04 8,0 12 

Ic,(ma)       

 

3.4 Кнопками <▲> <▼> источника тока установите значение Ib = 255 

mka. Снять экспериментальные данные Ic=ƒ(Uce), Ib = const = 255 mka 

согласно табл.5 

табл.5 

Uce,(V) 0 0,18 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,63 0,75 0,88 

Ic,(ma)           

 

Uce,(V) 1,0 2,01 4,03 6,04 8,0 12 

Ic,(ma)       

 

 

4. Указания к отчёту. 

4.1 Нарисовать исследуемые схемы. 

4.2 Результаты экспериментальных данных свести в таблицы. 

4.3 Входные и выходные характеристики (см. рис.4) построить в 

удобных масштабах на листе формата – А4. Определить h–параметры в 

указанной преподавателем рабочей точке на полученных характеристиках. 

4.4 Общие выводы по работе. 

 

Пример выполнения практической работы: Изучение работы схем 

выпрямителей. 

Порядок выполнения  работы: 

 



Собрав поочередно схемы (рис. 4-7), зарисовать соответственно 

осциллограммы переменного напряжения в сети (рис. 4), в мостовой (рис. 7), 

однополупериодной (рис. 5), двухполупериодной (рис. 6) схемах выпрямления 

переменного напряжения. 

Провести сравнительный анализ различных схем выпрямления. 

 
  

Рис. 4 

  

 
Рис. 5 

 
  

Рис. 6 

  

 
Рис. 7 

  

Вопросы для допуска к работе 

1. Какова цель работы? 

2. Какие существуют типы выпрямительных диодов? 



3. Начертите принципиальную электрическую схему рабочей установки 

для изучения выпрямления переменного тока по 

однополупериодной, двухполупериодной и мостовой схемам. 

  

  

Вопросы для защиты работы 

1.      Каков принцип действия полупроводникового диода? 

2.      Какое отличие имеет выпрямленный ток по однополупериодной 

схеме с помощью лампового и полупроводникового диода? 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Жаворонков М.А., Кузин А.В. Электротехника и электроника. М.: 

Изд-во Академия, 2011.С.400. 

2. Бонч-Бруевич А.М. Анализ результатов схемотехнического 

моделирования в пакетах Multisim 10 и MATLAB [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Бонч-Бруевич А.М. - Электрон. Текстовые данные. - 

М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2013. - 28 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31372.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М.: Альянс, 2013. С496. 

4. Шустов М.А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых 

микросхемах. М.: Наука и Техника, 2013. 

5. Кузовкин В.А., Филатов В.В. Схемотехническое моделирование 

электрических устройств в Multisim. Старый Оскол.: Изд-во «ТНТ», 2015. 

С.336. 

 

б) дополнительная литература 

1. Жаворонков М.А., Кузин А.В. Электротехника и электроника. М.: 

Изд-во Академия, 2011.С.400. 



2. Бонч-Бруевич А.М. Анализ результатов схемотехнического 

моделирования в пакетах Multisim 10 и MATLAB [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Бонч-Бруевич А.М. - Электрон. Текстовые данные. - 

М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2013. - 28 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31372.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М.: Альянс, 2013. С496. 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Описание практических работ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Класс с персональными компьютерами для проведения лабораторных и 

практических занятий. 
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